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STRESZCZENIE

W ostatnich latach obserwuje sie wzrost zainteresowania zastosowaniem azotkéw trzeciej
grupy uktadu okresowego w czujnikach gazéw i czujnikach bio-chemicznych. W takim czujniku
mozna wyrdzni¢ dwa zasadnicze elementy: cze$é przetwornikowg oraz cze$¢ receptorowa.
W wyniku oddziatywania prébki analitycznej na czesé receptorowa zachodzg w niej specyficzne
reakcje fizykochemiczne, ktére powodujg zmiany we witasciwosciach czesci przetwornikowe;.
W zaleznosci od rodzaju zastosowanego przetwornika informacja chemiczna zamieniana jest na
inny rodzaj energii w postaci sygnatu elektrycznego, optycznego Ilub akustycznego.
W przetwornikach wytwarzanych na bazie pétprzewodnikdw najczesciej wykorzystuje sie efekt
polowy. Efekt ten lezy u podstaw dziatania tranzystoréw MISFET (MOSFET), MESFET i HEMT.
W ogdélnym przypadku, jako przetworniki stosowane sg tego typu tranzystory, w ktdrych
metaliczna bramka zostaje zastgpiona czescig receptorowa. Od szeregu lat jako przetworniki
stosowane sg krzemowe tranzystory ISFET. W ostatnich latach, ze wzgledu na prostote technologii
i wieksze ruchliwosci elektronéw, tranzystory ISFET zastepowane sg tranzystorami AlGaN/GaN
HEMT. W zaleznosci od rodzaju zastosowanej warstwy receptorowej przetworniki AIGaN/GaN typu
HEMT mogg zosta¢ zastosowane jako czujniki rdéznego rodzaju substancji chemicznych
i biologicznych. Stwierdzono réwniez, ze odstonieta powierzchnia przetwornika reaguje na zmiany
pH elektrolitu co powinno umozliwi¢ opracowanie pdtprzewodnikowego czujnika pH. Natomiast
w czujnikach gazowego wodoru jako czes$é¢ receptorowg stosuje sie cienkie warstwy metali
katalizujgcych rozpad czasteczki gazu takie jak pallad lub platyna.

Na podstawie badan prowadzonych w WEMIiF PWr, nad opracowaniem konstrukcji
i technologii przetwornikdw na bazie heterostruktur AlGaN/GaN typu HEMT pokazane zostang
obszary ich zastosowan oraz przedyskutowane wady i zalety poszczegdlnych aplikacji.



